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Uktad z samokontrolg, reagujgcy na luminancje

Przedmiotem wynalazku jest uktad z samokontrolg, reagujscy na luminancje, przy czym nadaje si¢ do
zastosowania zwtaszcza w urzadzeniach grzewczych opalanych paliwem ciektym. Uktad ten kontroluje prace
urzqdzenia grzewczego niedopuszczajgc do powstawania niepotgdanych ubocznych wptywéw prowadzecych do
btednego uruchomienia, jak réwniez dokonuje samokontroli poprzez zakwalifikowanie zaistniatej przerwy lub
zwarcia w obwodzie fotorezystora do stanu niedziatania ukiadu.

Stan techniki. W znanych uktadach kontrolujgcych proces spalania za pomocg fotorezystora, obwéd wyko-
nawczy stanowl cewka przekaznika potgczona z obwodem emiter-kolektor tranzystora. Obwdd bazy tego tran-
zystora moze by¢é polaczony bezposrednio z fotorezystorem, lub pofrednio poprzez dodatkowy stopiett wzmoc-
nienia wcelu uzyskania wigkszej czutofci. Zmiana rezystancji fotorezystora wptywa wigc bezpodrednio lub
pofrednio na zmiang wielkofci prqdu bazy tranzystora obwodu wykonawczego. Przy zmniejszaniu si¢ rezystancji
fotorezystora nastepuje moment, w ktérym wzrost pradu bazy spowoduje przejécie tranzystora obwodu wyko-
nawczego w stan przewodzenia i wéwczas prad plyngcy przez cewke przekaznika spowoduje jego zadziatanie.
Dalsze jednak zmniejszanie rezystancji fotorezystora nawet do stanu jego zwarcia, nie spowoduje juz zmiany
w pracy uktadu, gdy? tranzystor bedzie niezmiennie znajdowaé si¢ w mnle przewodzenia, & tym samym prze-
kaznik wykonawczy w stanie dziatania.

Ponadto istniejg uktady, ktérymi realizuje si¢ informacje o zwarciu qut rozwarciu w obwodzie fotorezys-
tora, lecz s3 one oparte na odmiennych, nietranzystorowych uktadach jak na przyktad transformatorowy czujnik
ptomienia.

Istota wynalazku. Uktad wedtug wynalazku umozliwia rozszerzenie zakmu kontroll pracy palnika urze-
dzenia grzewczego dzigki czemu reaguje zaréwno w przypadku zamierzonego bgdZ niezamierzonego zwarcia
zaciskéw fotorezystora, jak réwniez nie przekroczenie dopuszczalnej swiatiodci spalonego paliwa zwiaszcza
przeciekéw w przestrzeni poza palnikiem. W celu’ uzyskania zamierzonego' dziatania uktadu, emiter tranzystora
o przewodnictwie pnp jest potaczony z plusem Zr4dta zasilania natomiast emiter tranzystora o przewodnictwie
npn z minusem Zrédtd zasilania. Migdzy kolektory wymienionych tranzystoréw jest wigczona cewka przekazni-
ka wykonawezego. Takie wigc potgczenie powyszych elementéw umozliwia przeptyw px:qdu przez cowke
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przekaznika tylko w przypadku przewodzenla obydwu tranzystoréw. Naplgcia obwodéw emiter-baza tych tran-
zystoréw sq Jednoznacznle okreflone przez odpowiednie dobranie | uktad trzech rezystordw oraz fotorezystora.
Napigcle na rezystorze polgczonym z plusem Zrddta zasilania okrefla napiecle obwodu emiter-baza tranzystora
o przewodnictwle pnp, zaé naplecle na zaciskach fotorezystora okresla naplgcie emiter-baza tranzystora o prze-
wodnictwle npn'w zaleznodcl od wartoscl znajdujgcego sle w tym obwodzle rezystora.

Przy niezmlennym napleciu na zaciskach fotorezystora zwigkszenie rezystancji w obwodzle bazy tranzysto-
ra o przewodnictwie npn powoduje zmniejszenie napigcia na zaciskach emiter-baza tego tranzystora.

Rezystor tgczqcy baze tranzystora o przewodnictwie pnp fobwéd przy tranzystorze o przewodnictwie npn,
wptywa na wielkodci napig¢ obwodu emiter-baza obydwdch tranzystoréw w zaleznodci od zmian rezystancii
fotorezystora.

Diody umicszczone w obwodach baz obydwéch tranzystordw poprawlajg prace ich ztgcz emiter-baza.

Uktad wedtug wynalazku zapewnia poprawng prace przekaznika obwodu wykonawczego w catym zakresie
zmian rezystancji fotorezystora wigczajac w to réwniez stany zwarcia i rozwarcla jego obwodu. Uzyskana samo-
kontrola uktadu nie dopuszcza do nieprawidfowego wysterowania elementu wykonawczego. Pozadana kontrola
nadmierne] éwiattodci lub zwarcia zaciskow fotorezystora jest istotna z punktu widzenia bezpieczeristwa pracy
urzqdzenia grzewczego, poniewa2 zaistnienie tych stanéw poprzedza zapalenie si¢ nadmiernych ilodci paliwa, co
mote doprowadzié tez do wybuchu.

Wyjasnienie rysunku. Przedmiotem wynalazku jest uwidoczniony w przyktadzie wykonania na rysunku
przedstawiajscym schemat ideowy uktadu. '

Przyktad wykonania. Zasadniczymi elementami uktadu sq dwa tranzystory, z ktérych tranzystor T1 jest
typu przewodzenia pnp natomiast tranzystor T2 jest typu przewodzenia npn. Emiter tranzystora T1 jest potgczo-

- ny z plusem a emiter tranzystora T2 z minusem Zrédta zasilania. Do kolektoréw wymienionych tranzystoréw jest
wiqczona cewka przekaznika PR spetniajacego funkcje elementu wykonawczego uktadu. Przekaznik PR zadzia-
ta z chwilg przeptynigcia przez jego cewke pradu o okreslone] wartoci, lecz tylko wéwczas, gdy obydwa tran-
zystory bedg si¢ znajdowaé w stanie przewodzenia. Stad przeptyw pradu wcewce przekaznika jest logicang
koniunkcjg stanéw przewodzenia obydwdch tranzystoréw. Przewodzenie wymienionych tranzystoréw osiaga sig
przez uzyskanie pradow w bazach o odpowiedniej wielkodci 1 polaryzacji. Wielkof¢ pradu bazy tranzystora T
jest ustalona napieciem na rezystorze R3, a bazy tranzystora T2 — napigciem na rezystorze DP oraz wielkadciy
rezystancji rezystora R1. Przy okreflonym napigciu na fotorezystorze DP, zwigkszenie rezystancji rezystors R1
zmniejsza prad bazy tranzystora T2, dzigkl czemu istnieje mozliwod¢ ustalenia momentu jego przejicia w stan
przewodzenia. Odpowiedni dobér rezystancii fotorezystora DP | rezystoréw R2 i R3 okrefla zakres sterowania
tranzystorami T1 i T2,

Dioda D1 poprawia prace przejécia baza-emiter tranzystora T1, natomiast diods D2 poprawia prace p,zej-
fcia baza-emiter tranzystora T2. Dioda D3 przytaczona réwnolegle do zaciskéw cewki przekaznika PR smnigjsza
ewentualne przeplecia oraz opdZnia w pewnym stopniu jego zwalnianie czynigc uktad niewrazliwym ng wyatepu-
Jace szybkie zmiany éwiattodci odbieranej przez fotorezystor DP.

Drintanie uktadu. W przypadku przerwy w przeptywie pradu na zaciskach A i B lub dulej rezystancii
fotorezystora DP ze wzgledu na brak lub niewlelkq éwiattod¢ Zrédta luminancji, na przykiad brak ptomienia
z palnika urzgdzenia grzewczego, w obwodzie baza-emiter tranzystora T2 ptynie prad powodujacy jego przewo-
dzenie. Jednoczesnie na rezystorze R3 wielkoé¢ napigcia jest zbyt niska, aby nastapito przewodzenie tranzystora
T1. W zwigzku z tym przez przekaznik PR prqd nie ptynie. Przy wzrodcie éwiattodci, rezystancja fotorezystora
zmniejsza sig, co powoduje wzrost naplecia na rezystorze R3 | przy ustalone] jego wartofci tranzystor T1 zaczyna
przewodzié umozliwiajqc tym samym przeptyw pradu przez cewke przekaznika PR i jego zadziatanie,

W przypadku nadmierne] $wiattodcl lub zwarcia zaciskdw A 1 B, na skutek czego napigcie na nich jest
bliskie lub réwne zeru, wéwczas tranzystor T1 jest w stanie przewodzenia, Przez cewke przekaznika PR prad juz
jednak nie przeptywa, wobec czego przechodzi on w stan niedziatania.

Zastrzezenia patentowe

1. Uktad z samokontrolg reagujacy na luminancje, w ktérym element wykonawczy jest uruchamiany bez-
pofrednio przez element sterujacy péiprzewodnikowy znajdujacy sle wstanie przewodzenla, znamjen-
ny tym, 2e obwéd wykonawczy potqczony z zaciskami plus { minus 2rédta zasilania stanowig obwody emi-
ter-kolektor dwéch tranzystoréw (T1) 1(T2) o przeciwnych typach przewodzenia pnp i npn, potgczonych szere-
gowo z cewkq przekaZznika wykonawczego (PR), znajdujqcq si¢ miedzy nimi, przy czym stan przewodzenia lub
blokowania kazdego z tych tranzyttordw wynika ze zmiany napiecla w.uktadzie rezystoréw (R3) 1(R2) oraz
fotorezystora (DP) z korekch napiecia obwodu emiter-baza tnnzyltora (T2) rezystorem (RI1).
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2. Uktad, wedtug zastrz. 1, znamienny tym, 2e obwdd emiter-baza ttanzyutom (T1) jest pohczony
z rezystorem (R3) poprzez diode (D1).

3. Uktad, wedtug zastrz. I,znamienny t ym,2e obwéd emiter-baza tranzystora (T2) jest potgczony
poprzez rezystor (R1) z fotorezystorem (DP), przy czym w obwodzie bazy wymienionego tranzystora (T2)
znajduje sig dioda (D2).

4. Uktad, wedtug zastrz. 1,znamienny ty m, Ze rezystor (R2) jest pohczony z jednej strony 2z rezys-
torem (R3) oraz z bazq tranzystora (T1) poprzez diode (D1), a z druglej strony z fotorezystorem (DP) | rezysto-
rem (R1).
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